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A 1. 350 1. 750 0. 053 0. 069
Al 0. 050 0. 150 0. 004 0.010
A2 1. 350 1. 550 0. 053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0. 020
c 0.170 0. 250 0. 006 0.010
D 4. 700 5. 100 0.185 0. 200
D1 3. 202 3. 402 0.126 0.134
E 3. 800 4. 000 0. 150 0. 157
El 5. 800 6. 200 0. 228 0. 244
E2 2.313 2.513 0. 091 0.099
e 1. 270 (BSC) 0. 050 (BSC)
L 0. 400 1.270 0.016 0. 050
0 0 8 0 8
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	应用
	电特性
	典型性能特征（TA=25℃，测试板带0.25cm²散热片）
	△ RD4056B典型性能特征
	引脚功能
	TEMP（引脚1）：电池温度检测输入端
	将TEMP管脚接到电池NTC传感器的器的输出端。如果 TEMP 管脚的电压小于输入电压的45％或者大于输入电压的 80％，意味着电池温度过低或过高，则充电被暂停。
	如果TEMP直接接GND，电池温度检测功能取消，其他充电功能正常。
	PROG（引脚2）：恒流充电电流设置和充电电流监测端
	从 PROG 管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段，此管脚的电压被调制在 0.1V；在恒流充电阶段，此管脚的电压被固定在  1V。在充电状态的所有模式，测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流：
	（误差±10%）



